Ejercicios relativos al
transistor bipolar

Soluciones







Soluciones de los problemas de transistores BJT en estatica

Soluciones de los problemas de transistores BJT en estatica

1.- Vi<0.7 V - corte, V, > 0.7 V - activa o saturacion (activa cuando Vce > 0.2 V; es
decir, cuando Ip < I/ = Vcc/B/Rc =2 V| < (Vo /B/Re) *Rp +0.7 V) (saturacion

2.-Vcg =-5.019V; 1c =-9.981 mA (Ie =10 mA; Ig = 19 pA; Vce = -5.72 V)
3.- 13 =0.086 mA; Vce ~ 0 V; Ic = 3.33 mA (saturacion)

4.- Estaencorte: Vc=10V; Ve ~0; Ic = lco~0; Ig =-lco ~ 0; I~ 0

5.-Vee =0.121 V; Ic = 0.025 pA

6.- Joe = 6:10™2 [exp Ves/Vr -1] Alcm?; Joc = 10.8:10*2 [exp Ves/V7 -1] Alcm?

v =0.9953; ar = 0.9992 (préacticamente 1); o = 0.9945, B = 180.94;
lco=-1.08-10"* A/em?

Je = 1.266:10” [exp Ves/V7 -1] Alcm?

Jo =-1.259-10° [exp Ves/Vr -1] — 1.08:10™ A/cm?

Jg = -(Je+Jc) = -7-10"% [exp Ves/V7 -1] + 1.08:10™ Alcm?
7.- 151 = 12.8 pA; g1 = -1.29 MA; Ic; = 1.28 mA

lgo = -27.5 pA; lg2 = 2.78 MA; I, = -2.75 mA
8.- g = 0.396; lg min = 0.19 MA; v; = 0.3 V; Vg, s = 0.1419 V
9.- 0g=0.91; ar = 0.7; lco = 4.72 pA; lco = 3.63 pA

1= 3.9 pA; I, = -0.9 uA; Vce = 9.576 V; Vge =-9.52 V

10.- Vee =-9.51 V, Ic = -5.49 mA
11.- Vee = 4.63 V, Ic = 1.071 mA
12.-1c=1mA; Ie = 1.61 mA; Vce ~ 0 V; Ve = 5.3 V; I = 0.66 mA
13.- Rg = 121.5 kQ
14.-Vce = 4.8 V; Ic = 1.27 mA (Vc = 8.65 V; Vg =455 V; Iz = 12.7 pA)
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Soluciones de los problemas de transistores BJT en dindmica

Soluciones de los problemas de transistores BJT en dinamica

1-Re=2kQ

2.- (Rc <5.2kQ) > activa): Ig =37.8 pA; Ic =3.78 mA; Ay = -Rc(Q2) / 117.4
Entrara en corte cuando, vi = 0.44 V
Entrara en saturacion cuando, v; = [19.6 - 3.78E-3 Rc(€2)]/[Rc(€2) /117.4 - 0.86]
Y en ambas a la vez (para la misma amplitud) si: Rc = 2.65 kQ; (v; = 0.44 V)

3.- (Ay =-78.6) Vs =25 mV; Vo = 157.2 mV; V, = 20.8 V - se satura y corta (corte, ic
=0-2>V,=-51mV > V=4V, saturacion, vce =0 > Vo =-6 V > V, =76 mV)

4.- (vc/vy = 200) vimax = 25 mV (entra en saturacién y corte para la misma amplitud).
5-0V<vi<0.6 V> corte; 0.6 V <v;<1.85V - activa; 1.85 V< v; = saturacion
(B ~200)
6.- Ic =10 mA; Ve = 10 V (activa);  ~ 100
Vee < 0.6 = corte (Vce = 20V); Vge > 0.9 = saturacion (Vce ~ 0 V)
0.6 < Vge < 0.9 - aktiboan (Vce = 20V - Blg(Vee))

Ay =-19.05 (en el segundo caso se produce saturacion; de hecho se produce por
corte y saturacién para la misma amplitud)

7.-lc =4 mA (1, simetria) y B Re = 10:(Rg1//Rs2) (2, estabilidad)
> Rg1=38.9kQ Y Rg, = 13.5 kQ
8.- En el primer circuito Alc =9.32 - 3.25 mA; AVce =5.57 - 11.67 V
En el segundo circuito Alc =8.58 - 4.76 mA; AVce = 6.42 - 10.23 V (mejor)
9.- R =8.14-8.32 kQ; A; =-8; Ay =-4.79; Ays = -2.08; Ro = 330 kQ
(Ro' =330//RL ~Ry)
10.- R, = 1M14; A, = 1115; Ay = 0.98; Rout =22 QO
11-lc1=lcz=lc=1mA; R=1kQ; Ay =-198
12.- Re = 1.87 kQ; Rc = 1.09 kQ; Rgy = 18.66 kQ y Rg, = 5.88 kQ
13.- R; = 940 (980) Q; A, = -39.85 (-44.6); Ay = -211.6 (-227.3); Ays = -18.2 (-20.3)
14.-Vce=7.84 V;Ic=2.6 mA

R =2K; A =35.1; Ay =-42.8; Rp = 1.5 KQ; Ro ribame = 860 Q; Vgmax = -52 mV
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